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(57)【要約】
【課題】同一基板上の電極間の電界によって液晶分子の
配向方向が制御される液晶表示装置において、各画素の
開口率を低下させずに表示品位の向上を図る。
【解決手段】ＴＦＴ基板１０上には、表示信号線ＤＬに
接続された画素選択用の薄膜トランジスタＴＲが配置さ
れている。薄膜トランジスタＴＲは、層間絶縁膜１４、
パッシベーション膜１７、平坦化膜１８に覆われている
。表示信号線ＤＬ近傍の平坦化膜１８上では、表示信号
線ＤＬの両端又は両端近傍まで画素１Ａ，１Ｂの各画素
電極層１９Ａ，１９Ｂが延びている。各画素電極層１９
Ａ，１９Ｂは絶縁膜２０に覆われている。表示信号線Ｄ
Ｌ近傍の絶縁膜２０上では、共通電極部２１Ａが、表示
信号線ＤＬと重畳する領域、及び表示信号線ＤＬと重畳
せず表示信号線ＤＬの両側に延びる領域を覆っている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の画素を有し、
　各画素は、信号線に接続された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続され
た画素電極層と、前記画素電極層を覆う絶縁膜と、前記絶縁膜上に配置された共通電極層
と、前記共通電極層上に配置された液晶層と、を備え、
　前記共通電極層は、複数の共通電極部とスリット部を有し、前記共通電極部は、前記信
号線上から前記信号線の両側に延びる領域を覆うことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
前記スリット部は、その長手方向が前記信号線に沿って延びることを特徴とする請求項１
記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記共通電極部において、前記信号線を挟んで隣接する前記画素電極層の離間領域と重畳
する領域の幅をＷｄｌとし、前記画素電極層の前記離間領域と重畳する領域の両側に延び
る各領域の幅をＷｓとし、前記画素のセルギャップをＨとすると、（Ｗｄｌ＋Ｗｓ）＞Ｈ
を満たすことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
（Ｗｄｌ＋Ｗｓ）＞４．５μｍを満たすことを特徴とする請求項３記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、同一基板上の電極間の電界によって液晶分子の
配向方向が制御される液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の広視野角化を図る手段の一つとして、同一基板上の電極間に横方向の電
界を発生させ、この電界により液晶分子を基板に平行な面内で回転させることで光スイッ
チング機能を持たせる方式が開発されている。この技術として、インプレイン・スイッチ
ング（In-plane Switching，以降、「ＩＰＳ」と略称する）方式や、ＩＰＳ方式を改良し
たフリンジフィールド・スイッチング（Fringe-Field Switching，以降、「ＦＦＳ」と略
称する）方式が知られている。
【０００３】
　次に、従来例に係るＦＦＳ方式の液晶表示装置について図面を参照して説明する。図４
は従来例に係るＦＦＳ方式の液晶表示装置を示す平面図である。この液晶表示装置には複
数の画素がマトリクス状に配置されているが、図４では、その中から後述する表示信号線
ＤＬを跨いで隣接する２つの画素１Ｃ，１Ｄのみを示している。図５は、そのＺ－Ｚ線に
沿った断面図であり、画素１Ｃ，１Ｄの境界近傍を示している。
【０００４】
　その概略構成を説明すると、図４に示すように、ガラス基板等の透明基板であるＴＦＴ
基板１０には、画素選択信号が供給されるゲート線ＧＬと表示信号が供給される表示信号
線ＤＬが交差するように配置されている。ＴＦＴ基板１０に形成された画素１Ｃには、コ
ンタクトホールＣＨ６を通して表示信号線ＤＬと接続された画素選択用の薄膜トランジス
タＴＲが配置されている。薄膜トランジスタＴＲより上層には、ＩＴＯ（Indium Tin Oxi
de）等の透明金属からなり、共通電位が供給される共通電極層５１が配置されている。共
通電極層５１には開口部５１Ｗが設けられている。さらに絶縁膜を介して、コンタクトホ
ールＣＨ７，ＣＨ８を通して薄膜トランジスタＴＲに接続され、表示信号が供給される画
素電極層５３が形成されている。画素電極層５３はＩＴＯ等の透明金属からなる。画素１
Ｃの画素電極層５３には複数の画素電極部５３Ａ及びスリット部Ｓが配置されている。な
お、共通電極層５１は、コンタクトホールＣＨ９を通して共通電位線ＣＯＭに接続されて
いるが、画素１Ｃの外部において接続されてもよい。この構成は画素１Ｄについても同様
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であり、複数の画素電極部５３Ｂ及びスリット部Ｓが配置されている。
【０００５】
　さらに、断面構成について説明すると、図５に示すように、ＴＦＴ基板１０の光源ＢＬ
と対向する側には、光源ＢＬの光を直線偏光する第１の偏光板１１が形成されている。Ｔ
ＦＴ基板１０の光源ＢＬと対向しない側には、シリコン酸化膜又はシリコン窒化膜からな
るバッファ膜１２が形成されている。
【０００６】
　バッファ膜１２上には、不図示の薄膜トランジスタＴＲが配置されている。薄膜トラン
ジスタＴＲは、ポリシリコン等からなる不図示の能動層と、能動層を覆うゲート絶縁膜１
３と、その上に配置された不図示のゲート線からなる。薄膜トランジスタは、さらに層間
絶縁膜１４により覆われている。層間絶縁膜１４上には、薄膜トランジスタＴＲのドレイ
ン領域と接続された表示信号線ＤＬが配置されている。表示信号線ＤＬは、パッシベーシ
ョン膜１７及び平坦化膜１８に覆われている。平坦化膜１８上には、共通電極層５１、こ
れを覆う絶縁膜５２、画素電極部５３Ａ，５３Ｂがこの順で積層されている。なお、絶縁
膜５２上には、画素電極部５３Ａ，５３Ｂを覆う不図示の配向膜が形成されている。
【０００７】
　また、ＴＦＴ基板１０と対向して、ガラス基板等の透明基板であるカラーフィルタ基板
（以降、「ＣＦ基板」と略称する）３０が配置されている。ＴＦＴ基板１０と対向する側
のＣＦ基板３０には、表示信号線ＤＬと対向するブラックマトリクスＢＭ、及び不図示の
カラーフィルタ及び配向膜が形成されている。また、ＴＦＴ基板１０と対向しない側のＣ
Ｆ基板３０には、第１の偏光板１１とクロスニコル配置された第２の偏光板３１が形成さ
れている。また、ＴＦＴ基板１０とＣＦ基板３０との間には、液晶層ＬＣが封止されてい
る。液晶層ＬＣの液晶分子は、例えば正の誘電率異方性を有したネマティック液晶である
。この液晶分子の長軸の平均的な配向方向（以降、単に「配向方向」と略称する）は、配
向膜のラビング方向によって第１の偏光板１１の偏光軸と平行になっている。
【０００８】
　上記液晶表示装置では、画素電極部５３Ａ，５３Ｂに電圧が印加されない状態では、液
晶層ＬＣの液晶分子の配向方向が第１の偏光板１１の偏光軸と平行な傾きとなる。このと
き、液晶層ＬＣを透過する直線偏光は、その偏光軸が第２の偏光板３１の偏光軸と直交す
るため、第２の偏光板３１から出射されない。即ち表示状態は黒表示となる。
【０００９】
　一方、画素電極部５３Ａ，５３Ｂに電圧が印加され、画素電極部５３Ａ，５３Ｂと共通
電極層５１との間に電界が生じると、液晶分子の配向方向がその電界の電気力線に沿うよ
うにして回転する。このとき、液晶層ＬＣに入射した直線偏光は複屈折により楕円偏光と
なるが、第２の偏光板３１を透過する直線偏光成分を有することになり、この場合の表示
状態は白表示となる。
【００１０】
　なお、本願に関連する技術文献としては、以下の特許文献が挙げられる。
【特許文献１】特開２００３－５７６７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述した液晶表示装置では、図５に示すように、表示信号線ＤＬを跨いで隣接する一方
の画素１Ｃの画素電極部５３Ａの電界が、他方の画素１Ｄの画素電極部５３Ｂに延びる場
合がある。例として、隣接する画素１Ｃ，１Ｄの表示レベルが互いに異なり、共通電位を
接地電位（０Ｖ）、一方の画素１Ｃの画素電極部５３Ａを白表示レベル（４Ｖ）、他方の
画素１Ｄの画素電極部５３Ｂを黒表示レベル（０Ｖ）とする場合を考える。このとき、各
画素１Ｃ，１Ｄ内では、各画素電極部５３Ａ，５３Ｂと共通電極層５１との間に各表示レ
ベルに応じた電界が生じるが、それに加えて、画素電極部５３Ａと、表示信号線ＤＬを跨
いで隣接する画素電極部５３Ｂとの間にも、画素１Ｃの表示レベルに応じた電界が生じて
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しまう。このような不要な電界の干渉により、本来ならば黒表示となるはずの画素１Ｄの
一部の液晶分子が回転し、それに伴って白表示となる部分、即ち光抜けする部分が存在す
ることになる。この光抜けにより、表示品位が低下するという問題が生じていた。隣接す
る画素１Ｃ、１Ｄが互いに異なる表示色に対応したカラーフィルタを有している場合には
、混色による表示品位の低下が生じていた。
【００１２】
　これらの問題に対しては、光抜けする部分をブラックマトリクスＢＭにより覆うという
対策が考えられるが、この場合、ブラックマトリクスＢＭの形成領域が広がり、各画素１
Ｃ，１Ｄの開口率が低下して輝度が低下するという問題が生じていた。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　そこで本発明は、同一基板上の電極間の電界によって液晶分子の配向方向が制御される
液晶表示装置において、各画素の開口率を低下させずに表示品位の向上を図るものである
。
【００１４】
　即ち、本発明の液晶表示装置は、複数の画素を有し、各画素は、信号線に接続された薄
膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画素電極層と、画素電極層を覆う絶縁
膜と、絶縁膜上に配置された共通電極層と、共通電極層上に配置された液晶層と、を備え
、共通電極層は、複数の共通電極部とスリット部を有し、共通電極部は、信号線上から信
号線の両側に延びる領域を覆うことを特徴とする。
【００１５】
　係る構成により、隣接する画素間において電界の干渉が抑止され、光抜けが抑止される
ため、表示品位が向上する。また、光抜けする領域を遮光する必要が無いため、ブラック
マトリクスの領域が小さくなり、各画素の開口率を向上することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、同一基板上の電極間の電界によって液晶分子の配向方向が制御される
液晶表示装置において、各画素の開口率を低下させずに表示品位の向上を図ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施形態に係る表示装置の構成について図面を参照して説明する。図１は、本
発明の実施形態に係る液晶表示装置を示す平面図である。この液晶表示装置には複数の画
素がマトリクス状に配置されているが、図１では、その中から表示信号線ＤＬを跨いで隣
接する２つの画素１Ａ，１Ｂのみを示している。図２は、そのＸ－Ｘ線に沿った断面図で
あり、薄膜トランジスタＴＲを含む画素１Ａの断面を示している。他方の画素１Ｂの構成
については、画素１Ａの構成と同様である。なお、図１及び図２では、図４及び図５に示
したものと同一の構成要素については同一の符号を付して参照している。
【００１８】
　最初に概略構成を説明すると、図１及び図２に示すように、ＴＦＴ基板１０に形成され
た画素１Ａにおいて、バッファ層１２上には、画素選択用の薄膜トランジスタＴＲが配置
されている。薄膜トランジスタＴＲは、トップゲート型であり、ポリシリコン層等からな
る能動層ＰＳ、シリコン酸化膜又はシリコン窒化膜等からなり能動層ＰＳを覆うゲート絶
縁膜１３、その上に配置されたゲート線ＧＬからなる。ゲート絶縁膜１３上には、共通電
位が供給される共通電位線ＣＯＭが形成されている。薄膜トランジスタＴＲ及び共通電位
線ＣＯＭは、層間絶縁膜１４により覆われている。なお、薄膜トランジスタＴＲは、ゲー
ト電極、ゲート絶縁膜１３、及び能動層ＰＳがこの順で形成されてなるボトムゲート型で
あってもよい。
【００１９】
　層間絶縁膜１４上には、コンタクトホールＣＨ１を通して薄膜トランジスタＴＲの能動
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層ＰＳのドレイン領域と接続された表示信号線ＤＬ、及びコンタクトホールＣＨ２を通し
て能動層ＰＳのソース領域と接続されたソース電極１５が配置されている。また、層間絶
縁膜１４上には、コンタクトホールＣＨ３を通して共通電位線ＣＯＭと接続された電極１
６が形成されている。これらの電極及び表示信号線ＤＬは、パッシベーション膜１７及び
平坦化膜１８に覆われている。
【００２０】
　平坦化膜１８上には、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等の透明金属からなり表示信号が供
給される画素電極層１９Ａ，１９Ｂが配置されている。画素電極層１９Ａ，１９Ｂは、各
画素１Ａ，１Ｂ毎に分離して形成され、各画素のコンタクトホールＣＨ４を通してソース
電極１５と接続されている。また、平坦化膜１８上には、シリコン酸化膜又はシリコン窒
化膜等からなり、画素電極層１９Ａ，１９Ｂを覆う絶縁膜２０が配置されている。
【００２１】
　絶縁膜２０上には、コンタクトホールＣＨ５を通して電極１６と接続された共通電極層
２１、及びこれを覆う配向膜２２Ｂが配置されている。この共通電極層２１は、複数の共
通電極部２１Ａ，２１Ｂ及びスリット部Ｓを有している。以降、共通電極部２１Ａは画素
１Ａに配置され、共通電極部２１Ｂは画素１Ｂに配置されるものとして説明する。
【００２２】
　図１のように各画素１Ａ，１Ｂが表示信号に沿って縦長の形状を有している場合、各ス
リット部は、その長手方向が表示信号線ＤＬに沿って延びるようにして、互いに平行に配
置される。これにより、各スリット部Ｓの長手方向が表示信号線ＤＬと直交する方向に沿
って延びる場合に比して、スリット部Ｓの端部に生じるディスクリネーション部（液晶分
子の配列の乱れによる表示欠陥部）の数を低減できる。ただし、ディスクリネーション部
の低減を考慮する必要が無い場合は、各スリット部Ｓは、その長手方向が表示信号線ＤＬ
と直交する方向に沿って延びるように配置されてもよい。
【００２３】
　なお、共通電極層２１は画素１Ａ，１Ｂ毎に分離して形成されずに、連続して形成され
たものであってもよい。また、共通電極層２１は、コンタクトホールＣＨ３，ＣＨ５を通
して電極１６及び共通電位線ＣＯＭに接続されているが、画素１Ａ，１Ｂの外部において
接続されてもよい。
【００２４】
　ＴＦＴ基板１０と対向するＣＦ基板３０及び液晶層ＬＣの構成については、図５に示し
たものと同様であるため説明を省略する。ただし図２では、ＴＦＴ基板１０と対向する側
のＣＦ基板３０に配置される配向膜を配向膜２２Ｔとして示している。
【００２５】
　次に、上記液晶表示装置の詳細な断面構造について図面を参照して説明する。図３は、
図１のＹ－Ｙ線に沿った断面図であり、表示信号線ＤＬを跨いで隣接する画素１Ａ，１Ｂ
の境界近傍を示している。
【００２６】
　図３に示すように、表示信号線ＤＬ近傍の平坦化膜１８上では、表示信号線ＤＬの両端
又は両端近傍まで、画素１Ａの画素電極層１９Ａと、それに隣接する画素１Ｂの画素電極
層１９Ｂが延びている。表示信号線ＤＬ近傍の絶縁膜２０上では、共通電極部２１Ａが、
表示信号線ＤＬと重畳する領域、及び表示信号線ＤＬと重畳せず表示信号線ＤＬの両側に
延びる領域を覆っている。
【００２７】
　ここで、共通電極部２１Ａにおいて、表示信号線ＤＬを挟んで隣接する画素電極層１９
Ａ，１９Ｂの離間領域と重畳する領域の幅をＷｄｌとし、その幅Ｗｄｌで表される画素電
極層１９Ａ，１９Ｂの離間領域と重畳する領域の両側に延びる各領域の幅をＷｓとする。
また、画素１Ａ，１ＢのセルギャップをＨとする。このとき、（Ｗｄｌ＋Ｗｓ）＞Ｈを満
たすことが好ましい。さらにいえば、（Ｗｄｌ＋Ｗｓ）＞約４．５μｍとなることが好ま
しい。なお、表示信号線ＤＬの幅は、約２．５～８．０μｍであり、セルギャップＨは約
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２．０～５．０μｍである。
【００２８】
　上記構成では、画素電極層１９Ａ，１９Ｂよりも上層に共通電極部２１Ａ，２１Ｂが配
置されている。これにより、画素電極層１９Ａに印加された電位のうち、共通電極部２１
Ａのスリット部Ｓの端部近傍と重畳する画素電極層１９Ａの領域に対応した分（印加され
た電位の約１割～２割）が液晶層ＬＣ内を通って、共通電極部２１Ａに影響する。即ち、
画素電極層１９Ａ，１９Ｂが共通電極部２１Ａ，２１Ｂよりも上層である構成に比して、
画素電極層１９Ａから生じる電界の幅が小さくなる。
【００２９】
　さらに画素１Ａの共通電極部２１Ａは、表示信号線ＤＬ上のみならず、表示信号線ＤＬ
の両側に至る領域を覆っている。これにより、画素１Ａの画素電極層１９Ａと、表示信号
線ＤＬを跨いで隣接する画素１Ｂの画素電極層１９Ｂに、表示レベルの異なる電圧（例え
ば白表示レベル４Ｖと黒表示レベル０Ｖ）がそれぞれ印加されたとしても、それらの画素
電極層１９Ａと画素電極層１９Ｂとの間では、互いを結ぶ電気力線が届かなくなる。従っ
て、画素１Ｂにおいて、液晶分子を不要に回転させる電界、即ち、光り抜けの要因となる
ような電界が生じない。
【００３０】
　この液晶表示装置の動作は、電界による液晶分子の制御については従来例に係るものと
同様であるが、上述したように隣接する画素１Ａ，１Ｂ間において電界の干渉が抑止され
、光抜けが抑止されるため、従来例に比して表示品位が向上する。隣接する画素１Ａ、１
Ｂが互いに異なる表示色に対応したカラーフィルタを有している場合には、光抜けを起因
とする混色がなくなり、表示品位が向上する。
【００３１】
　また、光抜けする領域を遮光する必要が無いため、ブラックマトリクスＢＭの領域が小
さくなり、各画素１Ａ，１Ｂの開口率を向上することができる。即ち、表示の際の輝度が
低下しない。また、設計上の観点では、光抜けする領域を遮光する必要が無いため、製造
プロセス上の制限によるブラックマトリクスＢＭの形成位置のずれを厳格に考慮する必要
がなくなる。
【００３２】
　また、表示信号線ＤＬ近傍では、画素１Ａ側の液晶分子が画素電極１９Ａと共通電極２
１Ａとの間に生じる電界によって回転することにより、その領域が画素１Ａの光透過に寄
与するため、透過率の低下は生じない。
【００３３】
　なお、上記実施形態では、共通電極部２１Ａは、表示信号線ＤＬを覆うものとしたが、
上記と同等の効果を奏するものであれば、ゲート線ＧＬを覆うようにして配置されてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示装置を示す平面図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ線に沿った断面図である。
【図４】従来例に係る液晶表示装置を示す平面図である。
【図５】図４のＺ－Ｚ線に沿った断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　画素
１０　ＴＦＴ基板　　　　　１１　第１の偏光板　　　　１２　バッファ膜
１３　ゲート絶縁膜　　　　１４　層間絶縁膜　　　　　１５　ソース電極
１６　電極　　　　　　　　１７　パッシベーション膜　１８　平坦化膜
１９Ａ，１９Ｂ，５３　画素電極層　　　　　　　　　　２０，５２　絶縁膜
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２１，５１　共通電極層　　２１Ａ，２１Ｂ　共通電極部
２２Ｂ，２２Ｔ　配向膜　　３０　ＣＦ基板　　　　　　３１　第２の偏光板
５３Ａ，５３Ｂ　画素電極部
ＬＣ　液晶層　　　　　　　ＢＬ　光源
ＴＲ　薄膜トランジスタ　　ＰＳ　　能動層　　
ＧＬ　ゲート線　　　　　　ＤＬ　表示信号線　　　　　ＣＯＭ　共通電位線
Ｓ　スリット　　　　　　　ＢＭ　ブラックマトリクス
ＣＨ１～ＣＨ９　コンタクトホール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 2008-32897 A 2008.2.14

【図５】



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP2008032897A 公开(公告)日 2008-02-14

申请号 JP2006204622 申请日 2006-07-27

[标]申请(专利权)人(译) 爱普生映像元器件有限公司

申请(专利权)人(译) 爱普生影像设备公司

[标]发明人 瀬川泰生
小野木智英

发明人 瀬川 泰生
小野木 智英

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1368

FI分类号 G02F1/1343 G02F1/1368

F-TERM分类号 2H092/GA14 2H092/GA15 2H092/GA17 2H092/HA04 2H092/JA24 2H092/JB04 2H092/JB05 2H092
/JB13 2H092/KB14 2H092/NA01 2H092/NA04 2H092/QA06 2H192/AA24 2H192/BB12 2H192/BB82 
2H192/BC31 2H192/CB02 2H192/CB13 2H192/CB44 2H192/CC04 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192
/EA67 2H192/GA03

代理人(译) 须藤克彦

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：在不降低液晶显示器中每个像素的孔径比的情况下提高
显示质量，其中液晶分子的取向方向由同一基板上的电极之间的电场控
制。 ŽSOLUTION：连接到显示信号线DL的用于像素选择的薄膜晶体管
TR设置在TFT基板10上。薄膜晶体管TR被层间绝缘膜14，钝化膜17和
平坦化膜18覆盖。像素1A和1B的电极层19A和19B延伸到显示信号线DL
附近的平坦化膜18上的显示信号线DL的两端或两端附近。每个像素电极
层19A和19B被绝缘膜20覆盖。公共电极部分21A覆盖叠加在显示信号线
DL上的区域和未叠加在显示信号线DL上并延伸到两端的区域。在显示信
号线DL附近的绝缘膜20上的显示信号线DL的一部分。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5bb1197f-add3-4750-b40f-3ab8ede121fb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039122409/publication/JP2008032897A?q=JP2008032897A

